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Transistor Bipolaire en régime statique (DC)
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Réponse fréquentielle des amplificateurs en Bipolaire :

Pole dominant en BF:

Méthodologie : Y

Pole dominant en
HEF:
Méthodologie : On

Capacités parasites du transistor

Chc : Capacité base collecteur

% 2 b On calcule Wi
| associée a
|
chaque capa de
couplage ou de
découplage en
court-circuitant
toutes les autres. Le pdle dominant en BF est

celui qui a la valeur la plus grande.

Miller, en remplagant les ¢

par un circuit-ouvert et en court-circuitant les capa
de couplage/découplage. Le pdle HF dominant est
celui qui a la valeur la plus petite.
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transistor en
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Transistor MOSFET en régime statique (DC)

nMOS Caractéristiques
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Transistor MOSFT source de courant Exemple d’amplificateur
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